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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Höchstzulässige Werte / Maximum rated values Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage



VRRM



1600



V



Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output



I RMSmax



t.b.d.



A



Id



40



A



I FSM



315 260 500 340



A A As 2 As



VCES



1200



V



I C,nom.



40



A



IC



55



A



I CRM



80



A



Ptot



200



W



VGES



+/- 20V



V



IF



40



A



I FRM



80



A



I t



2



320



As



VCES



1200



V



I C,nom. IC



40 55



A A



Dauergleichstrom DC forward current Stoßstrom Grenzwert surge forward current Grenzlastintegral 2



I t - value



TC = 80°C tP = 10 ms, tP = 10 ms, tP = 10 ms, tP = 10 ms,



Tvj = 25°C Tvj = 150°C Tvj = 25°C Tvj = 150°C



2



I t



2



Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current



Tc = 80 °C TC = 25 °C



Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current



tP = 1 ms,



Gesamt-Verlustleistung total power dissipation



TC = 25°C



TC = 80 °C



Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage Diode Wechselrichter/ Diode Inverter Dauergleichstrom DC forward current



Tc = 80 °C



Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current



tP = 1 ms



Grenzlastintegral I 2t - value



VR = 0V, tp = 10ms, Tvj = 125°C



2



Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current



TC = 80 °C TC = 25 °C



Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current



tP = 1 ms, TC = 80°C



I CRM



80



A



Gesamt-Verlustleistung total power dissipation



TC = 25°C



Ptot



200



W



VGES



+/- 20V



V



IF



15



A



I FRM



30



A



Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper Dauergleichstrom Tc = 80 °C DC forward current Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current



tP = 1 ms



prepared by: Andreas Schulz



date of publication:06.03.2001



approved by: Hornkamp



revision: 1
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Modul Isolation/ Module Isolation Isolations-Prüfspannung insulation test voltage



RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate



VISOL



2,5



kV



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values min.



typ.



max.



VF



-



1,2



-



V



Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier Durchlaßspannung forward voltage



Tvj = 150°C,



Schleusenspannung threshold voltage



Tvj = 150°C



V(TO)



-



-



0,8



V



Ersatzwiderstand slope resistance



Tvj = 150°C



rT



-



-



10,5



mΩ



Sperrstrom reverse current



Tvj = 150°C,



IR



-



2



-



mA



Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip



TC = 25°C



RAA'+CC'



-



4



-



mΩ



min.



typ.



max.



-



1,8



2,3



V



-



2,15



-



V



VGE(TO)



5,0



5,8



6,5



V



Cies



-



2,5



-



nF



I CES



-



-



5



mA



I GES



-



-



400



nA



td,on



-



85 90



-



ns ns



tr



-



30 45



-



ns ns



td,off



-



420 520



-



ns ns



tf



-



65 90



-



ns ns



Eon



-



6



-



mWs



Eoff



-



4,2



-



mWs



I SC



-



160



-



A



IF = 40 A



VR = 1600 V



Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter VGE = 15V, Tvj = 25°C, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage VGE = 15V, Tvj = 125°C, Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage



VCE = VGE,



Eingangskapazität input capacitance



f = 1MHz, Tvj = 25°C VCE = 25 V, VGE = 0 V



Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current



VGE = 0V,



Tvj = 25°C,



IC =



40 A



IC =



40 A



IC =



1,5 mA



Tvj = 25°C, VCE =



1200 V



VCE = 0V, VGE =20V, Tvj =25°C



Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)



I C = INenn, VCC = VGE = ±15V, Tvj = 25°C, RG = VGE = ±15V, Tvj = 125°C, RG =



600 V 27 Ohm 27 Ohm



Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)



I C = INenn,



600 V



Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load) Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load) Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse Kurzschlußverhalten SC Data



VCC =



VGE = ±15V, Tvj = 25°C, RG = VGE = ±15V, Tvj = 125°C, RG = I C = INenn, VCC = RG = RG = VCC = RG = RG = VCC = RG = LS = I C = INenn, VCC = VGE = ±15V, Tvj = 125°C, RG = LS =



27 Ohm 27 Ohm 600 V 27 Ohm 27 Ohm 600 V 27 Ohm 27 Ohm 600 V 27 Ohm 45 nH 600 V 27 Ohm 45 nH



tP ≤ 10µs, VGE ≤ 15V, Tvj≤125°C,



27 Ohm 720 V



VGE = ±15V, Tvj = 25°C, VGE = ±15V, Tvj = 125°C, I C = INenn, VGE = ±15V, Tvj = 25°C, VGE = ±15V, Tvj = 125°C, I C = INenn, VGE = ±15V, Tvj = 125°C,



RG = VCC =



VCE sat
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties Charakteristische Werte / Characteristic values Modulinduktivität stray inductance module Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip



TC = 25°C



min.



typ.



max.



LσCE



-



-



100



nH



RCC'+EE'



-



7



-



mΩ



min.



typ.



max.



VF



-



1,75 1,75



2,3 -



V V



I RM



-



39 38



-



A A



Qr



-



4,2



-



µAs



-



7,8



-



µAs



-



1,35



-



mWs



-



2,8



-



mWs



min.



typ.



max.



-



1,8



2,3



V



-



2,15



-



V



VGE(TO)



5,0



5,8



6,5



V



Cies



-



2,5



-



nF



I CES



-



5,0



-



mA



I GES



-



-



400



nA



min.



typ.



max.



-



2,35



2,8



V



-



2,55



-



V



min.



typ.



max.



R25



-



5



-



kΩ



∆R/R



-5



5



%



20



mW



Diode Wechselrichter/ Diode Inverter Durchlaßspannung forward voltage Rückstromspitze peak reverse recovery current Sperrverzögerungsladung recovered charge Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy



VGE = 0V, Tvj = 25°C, IF = VGE = 0V, Tvj = 125°C, IF = I F=INenn, - diF/dt = VGE = -10V, Tvj = 25°C, VR = VGE = -10V, Tvj = 125°C, VR =



40 A 40 A 900 A/µs 600 V 600 V



I F=INenn,



900 A/µs



- diF/dt =



VGE = -10V, Tvj = 25°C, VR =



600 V



VGE = -10V, Tvj = 125°C, VR =



600 V



I F=INenn,



900 A/µs



- diF/dt =



VGE = -10V, Tvj = 25°C, VR =



600 V



VGE = -10V, Tvj = 125°C, VR =



600 V



Transistor Brems-Chopper/ Transistor Brake-Chopper VGE = 15V, Tvj = 25°C, Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage VGE = 15V, Tvj = 125°C,



IC =



40 A



IC =



40 A



IC =



1,5 mA



Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage



VCE = VGE,



Eingangskapazität input capacitance



f = 1MHz, Tvj = 25°C VCE = 25 V, VGE = 0 V



Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut off current Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current



VGE = 0V, Tvj = 25°C, VCE =



Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions



Tvj = 25°C,



VCE = 0V, VGE = 20V, Tvj = 25°C



NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor Nennwiderstand rated resistance



VCE sat



siehe Wechselrichter in diesem Datenblatt see inverter in this datasheet



Diode Brems-Chopper/ Diode Brake-Chopper Tvj = 25°C, Durchlaßspannung forward voltage Tvj = 125°C, Schaltverluste und -bedingungen Switching losses and conditions



1200 V



ERQ



IF =



40 A



IF =



40 A



VF



siehe Wechselrichter in Dbl FP15R12KE3 see inverter in datasheet FP15R12KE3



TC = 25°C



Abweichung von R100 deviation of R100



TC = 100°C, R100 = 493 Ω



Verlustleistung power dissipation



TC = 25°C



B-Wert B-value



R2 = R1 exp [B(1/T2 - 1/T1)]



P25 B25/50



3375



K
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Thermische Eigenschaften / Thermal properties Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case



Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink



Gleichr. Diode/ Rectif. Diode Trans. Wechsr./ Trans. Inverter Diode Wechsr./ Diode Inverter Trans. Bremse/ Trans. Brake Diode Bremse/ Diode Brake Gleichr. Diode/ Rectif. Diode Trans. Wechsr./ Trans. Inverter Diode Wechsr./ Diode Inverter



RthJC



λPaste=1W/m*K



RthCK



λgrease=1W/m*K



min.



typ.



max.



-



0,04 0,02 0,04



1 0,6 0,95 0,6 1,5 -



K/W K/W K/W K/W K/W K/W K/W K/W



Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature



Tvj



-



-



150



°C



Betriebstemperatur operation temperature



Top



-40



-



125



°C



Lagertemperatur storage temperature



Tstg



-40



-



125



°C



Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties Innere Isolation internal insulation



Al2O3



CTI comperative tracking index



225



Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque Gewicht weight



M



3 ±10%



Nm



G



300



g
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)



IC = f (VCE)



Output characteristic Inverter (typical)



VGE = 15 V



80 70 60



Tvj = 25°C Tvj = 125°C



IC [A]



50 40 30 20 10 0 0



0,5



1



1,5



2



2,5



3



3,5



4



4,5



5



4



4,5



5



VCE [V]



Ausgangskennlinienfeld Wechselr. (typisch)



IC = f (VCE)



Output characteristic Inverter (typical)



Tvj = 125°C



80 Vge=19V



70



Vge=17V Vge=15V



60



Vge=13V Vge=11V



50



IC [A]



Vge=9V 40 30 20 10 0 0



0,5



1



1,5



2



2,5



3



3,5



VCE [V]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)



IC = f (VGE)



Transfer characteristic Inverter (typical)



VCE = 20 V



80 70 60 Tj=25°C



IC [A]



50



Tj=125°C



40 30 20 10 0 0



2



4



6



8



10



12



14



VGE [V]



Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) Forward characteristic of FWD Inverter (typical)



IF = f (VF)



80 70 Tj = 25°C



60



Tj = 125°C



IF [A]



50 40 30 20 10 0 0



0,5



1



1,5



2



2,5



3



VF [V]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Schaltverluste Wechselr. (typisch)



Eon = f (IC), Eoff = f (IC), Erec = f (IC)



Switching losses Inverter (typical)



Tj = 125°C,



VGE = ±15 V,



VCC =



RGon = RGoff =



600 V 27 Ohm



16 14



Eon Eoff



E [mWs]



12



Erec



10 8 6 4 2 0 0



10



20



30



40



50



60



70



80



IC [A]



Schaltverluste Wechselr. (typisch) Switching losses Inverter (typical)



Eon = f (RG), Eoff = f (RG), Erec = f (RG) Tj = 125°C, VGE = +-15 V ,



Ic = Inenn ,



VCC =



600 V



10 9 Eon Eoff



8



Erec



E [mWs]



7 6 5 4 3 2 1 0 0



10



20



30



40



50



60



RG [Ω ]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Transienter Wärmewiderstand Wechselr. Transient thermal impedance Inverter



ZthJC = f (t)



1



Zth-IGBT



ZthJC [K/W]



Zth-FWD



0,1



0,01 0,001



0,01



0,1



1



10



t [s]



Sicherer Arbeitsbereich Wechselr. (RBSOA)



IC = f (VCE)



Reverse bias save operating area Inverter (RBSOA)



Tvj = 125°C, VGE = ±15V, RG =



27 Ohm



1 0,9 0,8 IC,Modul



0,7



IC,Chip



IC [A]



0,6 0,5 0,4



t.b.d.



0,3 0,2 0,1 0 0



200



400



600



800



1000



1200



1400



VCE [V]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Ausgangskennlinienfeld Brems-Chopper-IGBT (typisch)



IC = f (VCE)



Output characteristic brake-chopper-IGBT (typical)



VGE = 15 V



80 70 Tvj = 25°C Tvj = 125°C



60



IC [A]



50 40 30 20 10 0 0



0,5



1



1,5



2



2,5



3



3,5



4



4,5



5



VCE [V]



Durchlaßkennlinie der Brems-Chopper-Diode (typisch) IF = f (VF) Forward characteristic of brake-chopper-FWD (typical) 80 70 60 Tj = 25°C



IF [A]



50



Tj = 125°C



40 30 20 10 0 0



0,5



1



1,5



2



2,5



3



3,5



4



VF [V]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Durchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch) Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)



IF = f (VF)



80 70 60 Tj = 25°C



IF [A]



50



Tj = 150°C



40 30 20 10 0 0



0,2



0,4



0,6



0,8



1



1,2



1,4



1,6



1,8



VF [V]



NTC- Temperaturkennlinie (typisch) R = f (T) NTC- temperature characteristic (typical) 100000



Rtyp



R[Ω ]



10000



1000



100 0



20



40



60



80



100



120



140



160



TC [°C]
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Technische Information / Technical Information IGBT-Module IGBT-Modules



FP40R12KE3G Vorläufige Daten Preliminary data



Schaltplan/ Circuit diagram 21



8



22 20



1



2



3



7 14



23



18 19



13



4 12



24



9



16 17



5



15



6



NTC



11 10



Gehäuseabmessungen/ Package outlines



Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen. This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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datasheet search site | www.alldatasheet.com 

license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. ..... maximum rating conditions for extended periods may affect.
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SEARCH 

enfocamos en mantener diversas variedades de cultivos vivos y en uso en jardines y granjas. Le damos prioridad a proyect










 


[image: alt]





The New York Times es Site Search Navigation Trabajadores ... 

23 ago. 2017 - Cuando no podía ir al campo, esperaba en condiciones de ... protecciones no son uniformes. ... posibilida
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datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.
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Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.
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Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...
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datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...
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Site Plan 

201. 301. 102. 202. 302. 209. 309. 207. 307. 205. 305. 203. 303. 112. 212. 312. 111. 211. 311. 110. 210. 310. 108. 208.
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Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...
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Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).
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1202 DataSheet 
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Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...
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Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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Search - jms... - Henning Tillmann 

30.11.2010 - gerade guter austausch zum thema #jmstv im #dicken engel im nrw mumbel #piraten+. 30 minutes ago .... JohannesStrader Johannes Strader.
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datasheet/veeam backup 9 0 datasheet es 
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316 Datasheet 

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe
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1214 DataSheet 
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150005G DataSheet 
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Material Datasheet 

Schichtdicke von 100 µm mit sich bringt, liefert zudem eine sehr hohe Oberflächengüte und Detailauflösung. Mechanische Eigenschaften. Wert. Einheit.
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1206Series DataSheet 












 


[image: alt]





9103,9104 Datasheet 

www.bkprecision.com. Model. 9103 ... commands to communicate with your ... For up-to-date product information, please vi
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1104Series DataSheet 
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P16 Datasheet 

Actuonix Motion Devices unique line of Miniature Linear Actuators enables a new generation of motion-enabled product designs, with capabilities that have never before been combined in a device of this size. These linear actuators are a superior alter
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1206 DataSheet 












 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














